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Данные на рис.12 и 13 соответствуют стационарному 
состоянию голографического сенсора. На рис.12 показа-
на карта распределения длин волн, рассчитанная по цвет-
ному цифровому изображению поверхности голографи-
ческого сенсора. Внизу представлены два сечения этой 
карты. Видно, что по сравнению с переходным процес-
сом разброс длин волн сильно уменьшился, и по всей по-
верхности сенсора он не превышает 2 нм. Так же сильно 
упал и локальный разброс, не превышающий 1 нм. Карта 
состоит из ~ 500 000 точек.

О качестве голограммы и однородности процессов, 
происходящих при ее набухании, дает представление ана-
лиз их шумовых характеристик. На рис.14 показана за-
висимость среднеквадратичного отклонения в вычислен-
ных длинах волн от размера окна усреднения. Среднеквад
ратичное отклонение длины волны от l

,A mk
ii

m 2l l
=

-^ h/

где li – вычисленная длина волны в i-м пикселе фотогра-
фии, а m – число точек в окне усреднения, усреднялось по 
N точкам изображения, покрывающим всю исследуемую 
область сенсора. Параметр K = N–1R kN Ak будем называть 
величиной шумов. Данные, приведенные на рис.14, соот-
ветствуют изменению m от 4 до 2500 пикселей; среднеква-
дратичное отклонение усреднялось по области изобра
жения размером 500 ́  500 точек. При этом в переходном 
процессе в случае такого увеличения m среднеквадратич-

ное отклонение изменялось от 0.5 до 1.8 нм. Постоянный 
рост шумов с увеличением окна связан с крупномасш
табной неоднородностью голограммы. В стационарном 
состоянии он составил 0.16 – 0.32 нм при том же значе-
нии m. Увеличение шумов на начальном участке зависи-
мости обусловлено мелкомасштабными неоднородностя-
ми, выход на насыщение для больших m связан с отсут-
ствием крупномасштабных неоднородностей. Отношение 
величины шумов в нестационарном состоянии к их вели-
чине в стационарном состоянии в этом диапазоне зна
чений m растет с 3.4 до 5.6. Все это свидетельствует, во-
первых, о довольно высокой однородности голограммы 
в стационарном состоянии и, во-вторых, о заметной 
неоднородности изменения набухания по ее поверхности. 

Итак, в работе предложен метод измерения распреде-
ления средней длины волны узкополосного излучения по 
поверхности источника с помощью обычного цифрового 
фотоаппарата. Ограничения при использовании метода 
следующие: излучение должно быть узкополосным (опре-
деляется средняя длина волны); работа осуществляется в 
спектральной области, где чувствительны одновременно 
по крайней мере два типа сенсоров приемной матрицы 
(для большинства исследованных фотоаппаратов это ин-
тервалы 470 – 540 нм и 570 – 600 нм). Точность определе-
ния длины волны не хуже 1 нм. Метод проверен на жел-
том дублете ртутного спектра и на участке сплошного 
спектра излучения лампы накаливания, попадающем в 
рабочий интервал 570 – 600 нм. С помощью предложен
ного метода изучена степень однородности набухания 
голографических сенсоров как в стационарном состоя-
нии, так и в динамике.

Работа поддержана грантом в рамках программы фун
даментальных исследований Президиума РАН «Фунда
ментальные науки – медицине».
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Рис.14.  Зависимости среднеквадратичного отклонения в вычислен
ных длинах волн от числа точек в окне усреднения для переходно-
го процесса (1) и для стационарного состояния сенсора (2).
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В статье допущена ошибка – неправильно указан 	
масштаб мощности на рис.6. Приводим исправленный 
рисунок.


